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本論文は， N型インジウムアンチモナイド(以下N型 InSb と記す)の遠赤外ならびにミリ波
帯における光伝導効果およびこれを応用した遠赤外とミリ波帯検知器の研究について記したもの
である。論文の構成は序および 5 章より成っている。
序においては， N型 InSb の光伝導効果研究の歴史的発展と研究上の問題点， InSb の特殊性
と不純物帯の存在， N型 InSb の輸送現象の測定結果と光学的性質との関係，および遠赤外域に
おいて高性能の光伝導検知器の開発が必要とされる理由等について述べている。







第 3 章では， ミリ波帯における光伝導効果について述べている。乙れは不純物準位の基底状態







はるかによい特性を得た。時定数は立ち上り時間で0.4/1S である。又直線性は入射光が lmW に
なるまで成立っている。
第 5 章は考察と結論で，キャリャー濃度と不純物帯の関係，共鳴，不純物，ホットエレクトロ
ンの 3 種の光伝導効果の特徴，および InSb 検知器の問題点、を記している。
論文の審査結果の要旨
本論文は， N InSb 型の電気的および遠赤外域における光学的性質を1i~~場を加えた状態の下で
測定し， N型 InSb では Landau 準位と不純物準位が， これらの性質に深い意味をもつことを
明かにした。その結果を用いて波長巾の極めて狭い感度をもっ選択的検知器で，かっその波長域
を磁場によって 30μm から 300μm まで変えうる遠赤外分光において極めて重要な特殊な検知
器を完成した。さらに乙の検知器はマイクロ波の領域でも有用なことを明かにした。
本論文は以上の如く半導体の基礎的研究に対してはもちろん，工業上貢献するところ大きく，
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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